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従来の高温・超高真空を必要とする MOSFET に対して，低温・印刷プロセスが利用可能な有機トラン

ジスタ (OFET) は安価かつ大面積化が可能な半導体素子として期待され，研究が進められている。

OFET はディスプレイのバックプレーンや RFID タグに代表される電子回路への応用が想定されるが，そ

のために加工技術の向上や高速駆動化が求められる。最近では，印刷可能なバンド伝導性材料を基盤

とした p 型単結晶 OFET において高周波応答特性の向上が報告されており[1]，高速駆動可能な相補型

電子回路の開発を目指す上では，同様に，印刷可能かつバンド伝導性の n 型有機半導体材料を基盤と

した OFETの研究が有用であることが期待される。 

本研究では，バンド伝導性 n 型有機半導体材料である PhC2−BQQDI[2]を用い，印刷型単結晶性薄膜

に基づいたパターニングの検討および素子評価をおこなった。特に，高周波応答特性を評価するため，

フォトリソグラフィーによる短チャネル素子 (L = 6 μm, ΔL = 9 μm; Fig. 1a) のパターニングをおこない，そ

の遮断周波数 (fT) を推定した。トランジスタはボトムゲート・トップコンタクト構造で，Au を注入電極として

作製した。大気中で素子評価を実施したところ，駆動電圧 20 Vにおいて電子移動度は約 1.2 cm2 V−1 s−1

と推定された。同一素子に対して，ファンク

ションジェネレータやカレントプローブ等を

用いて fT の評価[3]をおこなったところ，4.3 

MHz に応答することが示された。これまで，

n型 OFETでは真空プロセスで 27.7 MHz[3]，

印刷プロセスで 20 MHz[4]の fTが報告されて

いる。fTの向上には OFET の移動度や接触

抵抗，チャネル長などが大きく寄与すること

が知られているため，本研究に関して，今後

接触抵抗の低減やさらなる短チャネル化等を図ることで fTの向上が期待される。 
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Fig. 1. Photolithographically patterned OFET based on 

solution-processed PhC2−BQQDI. (a) Optical 

microscope image, and (c) measured current gain as a 

function of input frequency. 
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